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(57)【要約】
【課題】シリコンウェーハの局所的な表面粗さの悪化を
改善し、効果的に洗浄を行うことができるシリコンウェ
ーハの洗浄方法を提供する。
【解決手段】シリコンウェーハをフッ酸に浸漬した後、
オゾン水に浸漬して洗浄するシリコンウェーハの洗浄方
法であって、シリコンウェーハをフッ酸を充填した槽か
ら引き上げる工程と、オゾン水を充填した槽の上に移動
させる工程と、下降させてオゾン水に浸漬させる工程を
この順に有し、下降させてオゾン水に浸漬する工程は、
シリコンウェーハを、その下端がオゾン水に接触する前
まで下降させる第一の段階と、その下端がオゾン水に接
触、浸漬してその下端のエッジ部に付着したフッ酸の液
滴がオゾン水中に分散して除去されるように、シリコン
ウェーハの下降速度を第一の段階よりも低下させて下降
させる第二の段階と、第二の段階の下降速度よりも速度
を上げて下降させる第三の段階を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンウェーハをフッ酸に浸漬した後、オゾン水に浸漬して洗浄するシリコンウェー
ハの洗浄方法であって、
　前記シリコンウェーハを前記フッ酸を充填した槽から引き上げる工程と、前記シリコン
ウェーハを前記オゾン水を充填した槽の上に移動させる工程と、前記シリコンウェーハを
下降させて前記オゾン水に浸漬させる工程をこの順に有し、前記シリコンウェーハを下降
させてオゾン水に浸漬する工程は、
　前記シリコンウェーハを、前記シリコンウェーハの下端が前記オゾン水に接触する前ま
で下降させる第一の段階と、
　前記第一の段階の後に、前記シリコンウェーハの下端が前記オゾン水に接触、浸漬して
前記シリコンウェーハの下端のエッジ部に付着したフッ酸の液滴が前記オゾン水中に分散
して除去されるように、前記シリコンウェーハの下降速度を前記第一の段階よりも低下さ
せて前記シリコンウェーハを下降させる第二の段階と、
　前記第二の段階の後に、前記第二の段階の下降速度よりも速度を上げて、前記シリコン
ウェーハを下降させる第三の段階を有することを特徴とするシリコンウェーハの洗浄方法
。
【請求項２】
　前記第一の段階の下降速度を２００ｍｍ／ｓｅｃ以上、前記第二の段階の下降速度を１
ｍｍ／ｓｅｃ以下、前記第三の段階の下降速度を５０ｍｍ／ｓｅｃ以上とすることを特徴
とする請求項１に記載のシリコンウェーハの洗浄方法。
【請求項３】
　前記第二の段階において、前記シリコンウェーハを下降させる時間が２秒以上５秒未満
であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のシリコンウェーハの洗浄方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコンウェーハの洗浄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコンウェーハの洗浄方法として、アンモニア水、過酸化水素水、及び超純水の混合
洗浄液（ＳＣ１）、塩酸、過酸化水素水、及び超純水の混合洗浄液（ＳＣ２）、ＨＦ（フ
ッ酸）を超純水で希釈したＤＨＦ（Ｄｉｌｕｔｅｄ　ＨＦ；希フッ酸）洗浄液を組み合わ
せた洗浄プロセスが多く用いられている。そのような洗浄プロセスにおいて、ＳＣ１洗浄
はシリコンウェーハ表面に付着したパーティクルの除去、ＳＣ２洗浄はシリコンウェーハ
表面の金属不純物の除去、ＤＨＦ洗浄はシリコンウェーハ表面の酸化膜の除去を主目的と
して使用されている。また、ＤＨＦ洗浄の後にオゾン水洗浄を行い、シリコンウェーハ表
面に自然酸化膜を形成させ、親水面として洗浄を行う方法も行われている。オゾン水を用
いた洗浄については、例えば、特許文献１－２に開示されている。
【０００３】
　また、一般的に洗浄液にシリコンウェーハを浸漬して洗浄する洗浄装置において、シリ
コンウェーハを一つの洗浄槽から次の洗浄槽に移動させる時に、極力短い時間で次の槽の
洗浄液の中に浸漬するのが一般的である。これは、洗浄液から引き上げられたシリコンウ
ェーハの表面が乾くことによって、洗浄ムラが生じ、ステインが形成されたり、パーティ
クル不良となるなどの表面不良が発生するためである。
【０００４】
　しかし、フッ酸洗浄においては、シリコンウェーハ表面の自然酸化膜が除去され、シリ
コン面が露出する状態となるため、撥水性となる。このため、フッ酸洗浄槽から引き上げ
られた後のシリコンウェーハ表面にフッ酸洗浄液が付着することはない。しかし、フッ酸
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洗浄槽から引き上げられたシリコンウェーハの下端のエッジ部（端面）には、フッ酸洗浄
液の液滴が付着することがある。そのために、フッ酸洗浄液からの引き上げ速度を低速に
する方法があるが、この場合、フッ酸洗浄液からシリコンウェーハを引き上げるのに時間
を必要とするため、ウェーハの表面品質や生産性に悪影響を及ぼす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１２４４９８号公報
【特許文献２】特開平８－１８１１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　シリコンウェーハを洗浄槽へ浸漬して行う洗浄方法において、フッ酸洗浄後にオゾン水
洗浄を行う場合、前述のように、フッ酸洗浄後のシリコンウェーハの下端のエッジ部にフ
ッ酸の液滴が付着する場合が有る。この時、次の洗浄液がオゾン水であるので、持ち込ま
れたフッ酸の液滴とオゾン水が局所的にＨＦとＯ３の混合状態を形成する。このＨＦとＯ

３の混合液はシリコンウェーハに対してエッチング作用を持つため、局所的にシリコンウ
ェーハ表面粗さの悪化を引き起こすことがある。
【０００７】
　そして、シリコンウェーハの表面粗さが悪化すると、シリコンウェーハ上に形成される
酸化膜の電気特性が悪化したり、レーザー光の散乱を用いたパーティクルカウンターのパ
ーティクル検出に悪影響を与えることが知られている。このため、シリコンウェーハの表
面粗さをできるだけ悪化させないことが望まれている。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、シリコンウェーハの局所的な表
面粗さの悪化を改善し、効果的に洗浄を行うことができるシリコンウェーハの洗浄方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、シリコンウェーハをフッ酸に浸漬した後、オゾ
ン水に浸漬して洗浄するシリコンウェーハの洗浄方法であって、
　前記シリコンウェーハを前記フッ酸を充填した槽から引き上げる工程と、前記シリコン
ウェーハを前記オゾン水を充填した槽の上に移動させる工程と、前記シリコンウェーハを
下降させて前記オゾン水に浸漬させる工程をこの順に有し、前記シリコンウェーハを下降
させてオゾン水に浸漬する工程は、
　前記シリコンウェーハを、前記シリコンウェーハの下端が前記オゾン水に接触する前ま
で下降させる第一の段階と、
　前記第一の段階の後に、前記シリコンウェーハの下端が前記オゾン水に接触、浸漬して
前記シリコンウェーハの下端のエッジ部に付着したフッ酸の液滴が前記オゾン水中に分散
して除去されるように、前記シリコンウェーハの下降速度を前記第一の段階よりも低下さ
せて前記シリコンウェーハを下降させる第二の段階と、
　前記第二の段階の後に、前記第二の段階の下降速度よりも速度を上げて、前記シリコン
ウェーハを下降させる第三の段階を有することを特徴とするシリコンウェーハの洗浄方法
を提供する。
【００１０】
　このように、フッ酸洗浄後のシリコンウェーハをオゾン水に浸漬するときに、下降速度
を上記の三つの段階でそれぞれ変更することによって、フッ酸の液滴とオゾン水の混合液
によるシリコンウェーハの局所的な表面粗さの悪化を改善することができ、また、シリコ
ンウェーハの表面が乾くことによる表面不良の発生も防止することができる。
【００１１】
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　このとき、前記第一の段階の下降速度を２００ｍｍ／ｓｅｃ以上、前記第二の段階の下
降速度を１ｍｍ／ｓｅｃ以下、前記第三の段階の下降速度を５０ｍｍ／ｓｅｃ以上とする
ことが好ましい。
【００１２】
　このような下降速度をそれぞれの段階に適用すれば、シリコンウェーハの局所的な表面
粗さの悪化と表面不良の発生をより確実に防止することができるのに加え、洗浄装置の生
産性も高く維持することができる。
【００１３】
　このとき、前記第二の段階において、前記シリコンウェーハを下降させる時間が２秒以
上５秒未満であることが好ましい。
【００１４】
　このような下降時間であれば、シリコンウェーハの下端のエッジ部に付着したフッ酸の
液滴をオゾン水中により確実に分散させることができる。また、シリコンウェーハの下降
に要する時間が短くてすみ、表面不良の発生もより確実に防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、本発明によれば、フッ酸洗浄後のシリコンウェーハをオゾン水に浸漬す
るときに、下降速度を三つの段階でそれぞれ変更することによって、フッ酸の液滴とオゾ
ン水の混合液によるシリコンウェーハの局所的な表面粗さの悪化を改善することができ、
また、シリコンウェーハの表面が乾くことによる表面不良の発生も防止することができる
。さらに、洗浄装置の生産性の低下も防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明によるシリコンウェーハのオゾン水への浸漬方法を示す概略図である。
【図２】シリコンウェーハのフッ酸からの引き上げ工程を示す概略図である。
【図３】従来のシリコンウェーハのオゾン水への浸漬工程を示す概略図である。
【図４】実施例１（第二の段階の下降速度１ｍｍ／ｓｅｃ）の洗浄後のシリコンウェーハ
の表面を示す写真である。
【図５】実施例２（第二の段階の下降速度０．８ｍｍ／ｓｅｃ）の洗浄後のシリコンウェ
ーハの表面を示す写真である。
【図６】実施例３（第二の段階の下降速度０．５ｍｍ／ｓｅｃ）の洗浄後のシリコンウェ
ーハの表面を示す写真である。
【図７】実施例４（第二の段階の下降速度０．３ｍｍ／ｓｅｃ）の洗浄後のシリコンウェ
ーハの表面を示す写真である。
【図８】比較例１（下降速度２００ｍｍ／ｓｅｃで一定）の洗浄後のシリコンウェーハの
表面を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
【００１８】
　上記のように、フッ酸洗浄に続いてオゾン水洗浄を行うシリコンウェーハの洗浄方法に
おいて、シリコンウェーハの局所的な表面粗さの悪化を改善し、効果的に洗浄を行うこと
ができるシリコンウェーハの洗浄方法が求められている。
【００１９】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を行った結果、シリコンウェーハを
フッ酸に浸漬した後、オゾン水に浸漬して洗浄するシリコンウェーハの洗浄方法であって
、シリコンウェーハを下降させてオゾン水に浸漬する工程において、シリコンウェーハを
、シリコンウェーハの下端がオゾン水に接触する前まで下降させる第一の段階と、シリコ
ンウェーハの下端がオゾン水に接触、浸漬してシリコンウェーハの下端のエッジ部に付着
したフッ酸の液滴がオゾン水中に分散して除去されるように、シリコンウェーハの下降速
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度を第一の段階よりも低下させてシリコンウェーハを下降させる第二の段階と、第二の段
階の下降速度よりも速度を上げて、シリコンウェーハを下降させる第三の段階を有するこ
とを特徴とするシリコンウェーハの洗浄方法が、上記課題を解決できることを見出し、本
発明を完成させた。
【００２０】
　以下、本発明について、実施態様の一例として、図を参照しながら詳細に説明するが、
本発明はこれに限定されるものではない。
【００２１】
　本発明のシリコンウェーハの洗浄方法は、シリコンウェーハをフッ酸を充填した槽から
引き上げる工程と、シリコンウェーハをオゾン水を充填した槽の上に移動させる工程と、
シリコンウェーハを下降させてオゾン水に浸漬させる工程をこの順に有している。フッ酸
洗浄の前には、その他の洗浄（例えばＳＣ１洗浄や超純水によるリンス）を行うことがで
きる。また、オゾン水洗浄後についても同様にその他の洗浄を行うことができる。
【００２２】
　まず、シリコンウェーハをフッ酸を充填した槽から引き上げる工程について、図２を参
照して説明する。図２は、シリコンウェーハをフッ酸から引き上げる工程を示す概略図で
ある。シリコンウェーハ１１は、フッ酸１３を充填したフッ酸槽１２の中で、ウェーハ保
持部１４に保持された状態でウェーハ全体が浸漬される（図２（ａ））。所定の時間だけ
浸漬された後、シリコンウェーハ１１を引き上げる（図２（ｂ））。シリコンウェーハ１
１がフッ酸１３から完全に引き上げられた状態で、シリコンウェーハ１１の下端のエッジ
部にフッ酸の液滴１５が付着していることがある（図２（ｃ））。
【００２３】
　次に、フッ酸の液滴１５が付着したシリコンウェーハ１１を、オゾン水を充填したオゾ
ン水槽の上まで移動させて、下降させ、浸漬する。このとき、前述のようにウェーハ表面
の乾燥を防ぐために、ウェーハは迅速に次の洗浄液（オゾン水）に浸漬されるので、通常
、フッ酸の液滴１５が乾いて消滅することはない。
【００２４】
　このフッ酸の液滴１５が付着したシリコンウェーハ１１を、オゾン水を充填したオゾン
水槽に浸漬する工程の従来例について、図３を参照して説明する。図３（ａ）－（ｄ）に
示したように、フッ酸の液滴１５が付着したシリコンウェーハ１１は所定の下降速度でオ
ゾン水槽１６中のオゾン水１７に浸漬される。この時、シリコンウェーハ１１の乾燥を防
ぐため、例えば、２００ｍｍ／ｓｅｃ程度の比較的高速でシリコンウェーハ１１を下降さ
せる。そして、シリコンウェーハ１１がウェーハ保持部１９に保持されて完全にオゾン水
１７に浸漬される（図３（ｄ））まで、この下降速度が維持される。
【００２５】
　このとき、前述のように、付着したフッ酸の液滴１５とオゾン水１７中のオゾンが混合
して、ＨＦ／Ｏ３混合液が生成する。このＨＦ／Ｏ３混合液は、シリコンに対してエッチ
ング作用を持つため、シリコンウェーハ１１が局所的にエッチングされ、局所的な表面粗
さの悪化を生ずる。そして、図３（ｃ）に示すように、ＨＦ／Ｏ３混合液は、シリコンウ
ェーハ１１がオゾン水１７の中を下降するのにともない、シリコンウェーハ１１の表面を
上方に移動する。このため、局所的な表面粗さの悪化はシリコンウェーハ１１の下端のエ
ッジ部から上方に向かって進行する（図３（ｄ））。このとき、ＨＦ／Ｏ３混合液は時間
の経過やウェーハ表面での移動に応じて、オゾン水１７の中に分散し、除去される。この
表面粗さの悪化は、ヘイズムラ１８として観察される。
【００２６】
　これに対して、本発明のシリコンウェーハの洗浄方法では、シリコンウェーハを下降さ
せてオゾン水を充填したオゾン水槽に浸漬する工程において、下降速度を三つの段階で変
更する。これについて、図１を参照して以下に説明する。
【００２７】
　まず、第一の段階では、オゾン水槽１６の上まで移動させたシリコンウェーハ１１を、
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シリコンウェーハ１１の下端がオゾン水１７に接触する前まで下降させる（図１（ａ））
。この時の下降速度は、洗浄装置の生産性を高めるため、２００ｍｍ／ｓｅｃ以上とする
ことが好ましい。
【００２８】
　次の第二の段階では、シリコンウェーハ１１の下端がオゾン水１７に接触、浸漬してシ
リコンウェーハ１１の下端のエッジ部に付着したフッ酸の液滴１５がオゾン水１７中に分
散して除去されるように、シリコンウェーハ１１の下降速度を第一の段階よりも低下させ
てシリコンウェーハ１１を下降させる（図１（ｂ）－（ｃ））。第二の段階では、フッ酸
の液滴１５をオゾン水１７の中により確実に分散させるため、下降速度は１ｍｍ／ｓｅｃ
以下とすることが好ましい。
【００２９】
　また、第二の段階において、シリコンウェーハ１１を下降させる時間は、２秒以上５秒
未満であることが好ましい。このような下降時間であれば、シリコンウェーハ１１の下端
のエッジ部に付着したフッ酸の液滴１５をオゾン水１７の中により確実に分散させること
ができ、局所的な表面粗さの悪化をより確実に防止することができる。また、下降に要す
る時間が短くてすみ、表面不良の発生もより確実に防ぐことができる。
【００３０】
　さらに、第三の段階では、第二の段階の下降速度よりも速度を上げて、シリコンウェー
ハ１１を下降させる（図１（ｄ））。そして、ウェーハ保持部１９にウェーハ１１を保持
し、所定の時間だけ浸漬する。また、第三の段階の下降速度は５０ｍｍ／ｓｅｃ以上とす
ることが好ましい。このような下降速度であれば、迅速にシリコンウェーハ全体をオゾン
水１７の中に浸漬することができ、洗浄装置の生産性も高く維持することができる。
【００３１】
　尚、第一の段階から第二の段階への移行にともなう下降速度の減速、及び、第二の段階
から第三の段階への移行にともなう下降速度の加速には、一般的に洗浄装置のウェーハ駆
動能力に応じて若干の時間を要する。このため、上述の各段階の具体的な下降速度の値は
、次の段階への加減速状態にある場合を除いた定常状態のものである。
【実施例】
【００３２】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
【００３３】
（実施例１）
　シリコンウェーハを鏡面研磨した後に実施する研磨剤等を除去するための洗浄において
、最初にＳＣ１による洗浄を行い、超純水でリンスを行った後、フッ酸洗浄、オゾン水洗
浄を連続して行い、最後に乾燥工程を行った。洗浄後のシリコンウェーハの評価として、
ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製のウェーハ検査装置ＳＰ３を用いて、表面欠陥の個数（サイズ
≧３７ｎｍ）とＨａｚｅ（表面粗さ）の評価を行った。
【００３４】
　使用したＳＣ１洗浄液はアンモニア、過酸化水素水、超純水の混合比を１：１：１０、
ＳＣ１洗浄液の温度を６０℃とした。フッ酸洗浄液のフッ酸濃度は１．０％、オゾン水洗
浄液のオゾン濃度は２０ｐｐｍとして洗浄を実施した。この時の下降速度は、第一の段階
が２００ｍｍ／ｓｅｃ、第二の段階が１ｍｍ／ｓｅｃ、第三の段階が５０ｍｍ／ｓｅｃと
した。第二の段階の下降速度１ｍｍ／ｓｅｃでの下降範囲は、シリコンウェーハ１１の下
端がオゾン水１７に接触する位置（図１（ｂ）参照）から、シリコンウェーハ１１の浸漬
の深さ（シリコンウェーハ１１の下端からオゾン水１７の表面までの深さ）が３ｍｍとな
る位置（図１（ｃ）参照）までとした。
【００３５】
　この時の洗浄後のシリコンウェーハの表面の写真（ヘイズマップ）を図４に示した。図
４では、局所的な表面粗さの悪化（ヘイズムラ）は観察されなかった。また、表面欠陥の
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【００３６】
（実施例２）
　第二の段階の下降速度を０．８ｍｍ／ｓｅｃとした以外は、実施例１と同じ条件でシリ
コンウェーハの洗浄を行い、実施例１と同一のウェーハ検査装置及び同一の検査条件で、
表面欠陥の個数とＨａｚｅの評価を行った。
【００３７】
　この時の洗浄後のシリコンウェーハの表面の写真を図５に示した。図５では、ヘイズム
ラは観察されなかった。また、表面欠陥の個数はウェーハ面内で１２個であった。
【００３８】
（実施例３）
　第二の段階の下降速度を０．５ｍｍ／ｓｅｃとした以外は、実施例１と同じ条件でシリ
コンウェーハの洗浄を行い、実施例１と同一のウェーハ検査装置及び同一の検査条件で、
表面欠陥の個数とＨａｚｅの評価を行った。
【００３９】
　この時の洗浄後のシリコンウェーハの表面の写真を図６に示した。図６では、ヘイズム
ラは観察されなかった。また、表面欠陥の個数はウェーハ面内で１２個であった。
【００４０】
（実施例４）
　第二の段階の下降速度を０．３ｍｍ／ｓｅｃとした以外は、実施例１と同じ条件でシリ
コンウェーハの洗浄を行い、実施例１と同一のウェーハ検査装置及び同一の検査条件で、
表面欠陥の個数とＨａｚｅの評価を行った。
【００４１】
　この時の洗浄後のシリコンウェーハの表面の写真を図７に示した。図７では、ヘイズム
ラは観察されなかった。また、表面欠陥の個数はウェーハ面内で１５個であった。
【００４２】
（実施例５）
　第二の段階の下降速度を２．０ｍｍ／ｓｅｃとした以外は、実施例１と同じ条件でシリ
コンウェーハの洗浄を行い、実施例１と同一のウェーハ検査装置及び同一の検査条件で、
表面欠陥の個数とＨａｚｅの評価を行った。
【００４３】
　その結果、後述の比較例１よりははるかに改善していたが、エッジ部付近のごく限定的
な個所において軽度のヘイズムラが発生していた。また、表面欠陥の個数はウェーハ面内
で１２個であった。
【００４４】
（実施例６）
　第二の段階の下降速度を３．０ｍｍ／ｓｅｃとした以外は、実施例１と同じ条件でシリ
コンウェーハの洗浄を行い、実施例１と同一のウェーハ検査装置及び同一の検査条件で、
表面欠陥の個数とＨａｚｅの評価を行った。
【００４５】
　その結果、後述の比較例１よりははるかに改善していたが、エッジ部付近のごく限定的
な個所において軽度のヘイズムラが発生していた。また、表面欠陥の個数はウェーハ面内
で１５個であった。
【００４６】
　ここで、実施例１－６の表面欠陥の個数を、後述する比較例１－３の結果とともにまと
めて表１に示す。
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【表１】

【００４７】
（比較例１）
　シリコンウェーハを鏡面研磨した後に実施する研磨剤等を除去するための洗浄において
、最初にＳＣ１による洗浄を行い、超純水でリンスを行った後、フッ酸洗浄、オゾン水洗
浄を連続して行い、最後に乾燥工程を行った。洗浄後のウェーハの評価として、ＫＬＡ－
Ｔｅｎｃｏｒ社製のウェーハ検査装置ＳＰ３を用いて、表面欠陥の個数（サイズ≧３７ｎ
ｍ）とＨａｚｅ（表面粗さ）の評価を行った。
【００４８】
　使用したＳＣ１洗浄液はアンモニア、過酸化水素水、超純水の混合比を１：１：１０、
ＳＣ１洗浄液の温度を６０℃とした。フッ酸洗浄液のフッ酸濃度は１．０％、オゾン水洗
浄液のオゾン濃度は２０ｐｐｍとして洗浄を実施した。以上は実施例１と同様である。
【００４９】
　そして、シリコンウェーハ１１の下降速度を、第一、第二、及び第三の段階の区別なく
２００ｍｍ／ｓｅｃで一定とし、シリコンウェーハが完全にオゾン水１７に浸漬するまで
下降速度を維持した（図３（ａ）－（ｄ）参照）。
【００５０】
　この時の洗浄後のシリコンウェーハの表面の写真を図８に示した。図８では、シリコン
ウェーハの下端のエッジ部から上部に向かって、局所的な線状のヘイズムラの発生が観察
された。また、表面欠陥の個数はウェーハ面内で１２個であった。
【００５１】
（比較例２）
　下降速度を２．０ｍｍ／ｓｅｃで一定とした以外は、比較例１と同じ条件でシリコンウ
ェーハの洗浄を行い、比較例１と同様に表面欠陥の評価を行った。
【００５２】
　この時の洗浄後のシリコンウェーハの表面にはステインが観察された。また、表面欠陥
の個数はウェーハ面内で４８個と多かった。尚、比較例２では、表面欠陥が多く、洗浄条
件として明らかに不適切であったため、Ｈａｚｅの評価は実施しなかった。
【００５３】
（比較例３）
　下降速度を３．０ｍｍ／ｓｅｃで一定とした以外は、比較例１と同じ条件でシリコンウ
ェーハの洗浄を行い、比較例１と同様に表面欠陥の評価を行った。
【００５４】
　この時の洗浄後のシリコンウェーハの表面にはステインが観察された。また、表面欠陥
の個数はウェーハ面内で５３個と多かった。この結果から、比較例３の洗浄条件は明らか
に不適切であったため、Ｈａｚｅの評価は実施しなかった。
【００５５】
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　以上のように、シリコンウェーハをフッ酸に浸漬した後、オゾン水に浸漬して洗浄する
場合に、シリコンウェーハをオゾン水へ下降させる工程を三つの段階に区分し、第二の段
階の下降速度を第一の段階の下降速度よりも低下させ、第三の段階の下降速度を第二の段
階の下降速度よりも上げて浸漬することにより、局所的な線状のヘイズムラを発生させな
いようにすることができ、かつ、表面欠陥の個数の増加やステインの発生などの表面不良
も防止することができた。
【００５６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００５７】
　１１…シリコンウェーハ、　１２…フッ酸槽、　１３…フッ酸、
　１４…ウェーハ保持部、　１５…フッ酸の液滴、　１６…オゾン水槽、
　１７…オゾン水、　１８…ヘイズムラ、　１９…ウェーハ保持部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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